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si単結晶上にA｡薄膜 (1000i軽度 )を蒸着した試料を空気中で 100℃前後の温
度で熱すると,またたく間にAu膜の黄金色が黒く変わる｡ この変色の原因はAu膜上
に約 1000iのSiの酸化物 (SiO2)が形成されたためであることが筆者 らにより示
されたoこのSiO2膜の生成は Siが Si/Au界面附近から放出され,それがAu中を
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これも金属性 siがpure Siに比して弱い結合状態にある事を示 している｡従って,
上記 SトAuを始め,S卜Aβ,Si-Pt,-- など多くのSi/ 金属系にみられる低温
現象の原因は界面に存在する金属性 Siにあることが一応結論されよう｡
では最後に,本現象と本研究会のテーマとはどの様につながるかを考えよう｡それは
何故 sharpな界面が簡単に低温度で diffuse化するのかということと関係する｡この解
明には蒸着直後の sharpな界面でのSiと金属 との相互作用を知ることである｡
その手掛 りは,実験的には,極低温で1-2原子層の金属膜蒸着と,この膜及びそれ
に按するSi表面の電子状態をenergylossspectroscopy(EI｣S),ultraviolet
photoelectronspectroscopy(UPS)やAESなどにより調べることにより得られるで
あろう｡
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